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Caracterització Elèctrica i Fiabilitat

Codi: 43431
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Titulació Tipus Curs Semestre

4314939 Nanociència i Nanotecnologia Avançades / Advanced Nanoscience and
Nanotechnology

OT 0 A

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

        No hi ha requisits previs per als estudiants acceptats en el programa. És aconsellable tenir coneixements en
  dispositius electrònics i les seves aplicacions.

Objectius

        Aquest mòdul té per objectiu abordar la caracterització elèctrica en dispositius nanoelectrònics per avaluar les
seves prestacions i la seva fiabilitat.

Competències

Dominar la terminologia científica i desenvolupar l'habilitat d'argumentar els resultats de la recerca en el
context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.
Identificar les tècniques de caracterització i anàlisi pròpies de la nanotecnologia i conèixer-ne els
fonaments, dins de l?especialitat pròpia.
Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit

Resultats d'aprenentatge

Conèixer els mecanismes de variabilitat i fallada en nanodispositius.
Descriure els fonaments i identificar les possibilitats de les tècniques de caracterització elèctrica en la
nanoescala.
Dissenyar proves accelerades de fiabilitat en nanoelectrònica.
Dominar la terminologia científica i desenvolupar l'habilitat d'argumentar els resultats de la recerca en el
context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.

Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
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Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Treballar amb la instrumentació i els mètodes de caracterització a nivell de dispositiu en els dispositius
nanoelectrònics.

Continguts

        1.- Dispositius en la nanoescala: nanoelectrònica. Mètodes de caracterització de dispositius. Instrumentació
avançada.

         2.- Degradació dielèctrica, BTI i hot carriers. Mecanismes de fallada en nanodispositius.

3.-          Efectes de la variabilitat en la nanoescala. Variabilitat de procés. Mecanismes de degradació i variabilitat
      depenent del temps. Modelatge i simulació de la variabilitat en nanodispositius.

4.-           Fiabilitat en nanoelectrònica. Fiabilitat i rendiment. Models de fiabilitat i disseny de proves de test. Test
  accelerats i condicions de test.

5.-        Caracterització elèctrica avançada en la nanoescala. Principis de funcionament i aplicació a la
           nanoelectrònica de les sondes de forces atòmiques per conductivitat (C-AFM), capacitància (SCM) i potencial

     Ade contacte (KPFM). Spreading resistance (SSRM). ltres tècniques.

Metodologia

Els alumnes han d'assistir a les classes magistrals, classes de resolució de problemes / casos / exercicis i
aprenentatge basat en problemes, amb participació activa dels alumnes a l'aula. També hauran de realitzar la
presentació i defensa de treballs de temes específics de l'àmbit de l'assignatura i altres activitats pràctiques de
laboratori.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitats pràctiques 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 8

Classes magistrals 12 0,48 4

Defensa oral i discussió de treballs 6 0,24 4, 6

Resolució de problemes 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Tutories 8 0,32 4
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Tipus: Autònomes

Estudi personal, lectura d'articles i informes d'interès 60 2,4 4

Preparació de treballs 46 1,84 4, 6, 7

Avaluació

L'avaluació del grau d'adquisició de les competències per part dels estudiants es realitza tenint en compte les
activitats indicades a la taula, amb els seus pesos. Per superar l'assignatura cal en conjunt un 5 de promig,
sempre que es tingui com a mínim un 3 en cadascuna de les activitats d'avaluació.

Hi ha previst realitzar proves finals teòriques i/o pràctiques per recuperar les parts no superades, sempre que
en aquestes es tingui com a mínim un 3 i s'hagi realitzat, com a mínim, un 60% de les activitats.

Per necessitats acadèmiques, i segons el desenvolupament del curs, els procediments d'avaluació podran ser
ajustats.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica
vigent, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació
de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, copiar o deixar copiar una pràctica, treball, o qualsevol altra
activitat d'avaluació implicarà suspendre-la amb un zero, i si és necessari superar-la per aprovar, tota
l'assignatura quedarà suspesa. No seran recuperables les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i
per aquest procediment, i per tant l'assignatura serà suspesa directament sense oportunitat de recuperar-la en
el mateix curs acadèmic.

Les dates d'avaluació i lliurament de treballs es publicaran al campus virtual i poden estar subjectes a
possibles canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències. Sempre s'informarà al
campus virtual sobre aquests canvis, ja que s'entén que aquesta és la plataforma habitual d'intercanvi
d'informació entre professors i estudiants.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació activa a classe 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Defensa oral dels treballs 30% 0 0 4, 6

Entrega de treballs 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
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Programari

MATLAB
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